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【はじめに】グラフェンを用いた様々な応用の実用化のためには，高品質なグラフェンの大量合成法

の開発が必要不可欠である．液相剥離法はその一つの手段であり，様々なプロセスの検討が行われて

いる．液相剥離で用いるグラファイト原料のサイズや形を制御することは，得られるグラフェンの構

造や物性の制御に有効であるがそのような研究例は少ない[1,2]．本研究では高配向熱分解グラファイト

(HOPG) を酸素プラズマエッチング処理によりサイズ制御し，エッチング処理による構造・電子構造

の変化を評価した．またグラファイトを溶媒に分散させて超音波処理し，液相剥離の検討を行った． 

【実験】HOPG の酸素プラズマエッチングは ICP プラズマエッチング装置（RIE-101iPH, サムコ製，ICP 

150 W, Bias 50 W）を用いて，銅製メッシュ（□7.5 µm2）をマスクにして行った．エッチング後のグ

ラファイトについて励起波長 532 nm にてラマンマッピング測定（LabRAM HR, HORIBA 製）を行い，

エッチングの有無による変化の比較を行った． 

【結果と考察】エッチング処理した HOPG を光学顕微鏡で観察した像と，ラマン D バンドのマッピン

グを重ね合わせた結果を Fig. 1 に示す．マスクの形状に沿って HOPG がエッチングされており，また

ラマンスペクトルも HOPG の加工形状に対応して変化していることが分かった．Fig. 2 に各ラマンスペ

クトルピークのエッチングの有無による変化を比較した結果を示す．G バンドのピーク位置は処理の

有無によりほとんど変わっていないことから，フェルミエネルギーに変化が無いことが分かった．一

方でグラフェン端や欠陥によるキャリアの散乱に起因する D バンドの増加および G バンドの全半値幅

の増加が確認された． 
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Fig. 1. Optical microscope image of 
HOPG. The inset shows the Raman 
D-band intensity mapping. 

Fig. 2. Raman peaks for graphite with / without etching. (a) G-band 
position, (b) D-band / G-band intensity ratio and (c) FWHM of G- 
band. 
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